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(§4) Halbleiter-Leistungsvorrichtung m 
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t mehreren parallel geschalteten, gleichen Elementen 



Eine Violzahl von Halbleiterplattcherj (7), welche die akti- 
ven Elemente bilden. ist gemaR einer vjorbestimmten Konf i- 
guration auf einer metallischen Platte (8) befestigt, die als 
Tragerund alserster Anschluft dient. 

Die anderen beiden Anschlusse bestehen aus zwei metalli- 
schen Elektroden (9, 10) mit im wesentlichen Kammform, 
wobei die Zahne des einen Kammes zwischen die Zahne des 
anderen Kammes eingreifen; die beiden Elektroden erstrek- 
ken sich uber den Halbleiterplattchen (7) und haben Zungen 
(11), die eine Verbindung zwischen den Elektroden (9, 10) 
und den beiden Kontaktflachen jedes plattchens herstellen 
(Figur2). 
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Halbleiter-Leistungsvorrichtung mit mehreren parallel 
geschal teten, gleichen Elementen 



Patentanspriiche 



Halbleiter-Vorrichtung mit drei Anschliissen, umfassend 
^ eine Vielzahl aktiver Elemente mit drei Anschlussen, di 
parallel miteinander verbunden sind, wobei jedes aktive 
Element in je einem Hal blei terpl attchen (7) mit drei Kon- 
taktflachen qebildet ist, welche die Anschliisse des aktiven 
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Elementes bilden und von denen die erste auf einer Haupt- 
flache des Pla'ttchens und die zweite sowie die dritte 
(7') auf der anderen Hauptflache des Pla'ttchens liegen, 
umfassend ferner eine metallische Tragerplatte (8), an 
der die Halblei terpla'ttchen (7) in einer vorbestimmten 
Anordnung befest'igt sind, wobei die erste Kontaktf 1 ache 
in Ohmschem Kont'akt mit der metallischen Platte (8) ist, 
eine erste (9) und eine zweite (10) metallische Elektro- 
de, die in elektrischem Kontakt mit der zweiten bzw. 
der dritten Kontaktf 1 ache (7') jedes Halbleiterplattchens 
(7) sind, ein Gehause (12), das alle genannten Komponen- 
ten der Vorrichtung hermetisch einschlieBt mit Ausnahme 
eines Teils der metallischen Platte (8) und eines Teils 
(9'", 10'') der ersten (9) und der zweiten (10) Elektro- 
de, welche Telle! die drei Anschlusse der Vorrichtung bil- 
den, dadurch g je k e n n z e i c h n e t , daB die 
erste Elektrode ^(9) und die zweite Elektrode (10) sich 
Liber den Halbleiterplattchen (7) erstrecken und jeweils 
Ansatze (11) im Bereich der zweiten bzw. der dritten 
Kontaktflache ( 7 V) der Plattchen (7) haben, wobei wenig- 
stens einige dieser Ansatze (11) in Ohmschem Kontakt 
mit den zweiten und den dritten Kontaktf 1 achen (7 1 ) 
sind. 

2 Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich 
net, daB der nicht in dem Gehause (12) e i ngeschl os sene 
Teil der metallischen Platte (8) eine Hauptflache der 
Platte bildet. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 

zeichnet'. daB das Gehause (12) eine metallische 
Platte aufweist, mit der die metallische Tragerplatte 
(8) Uber eine elektrisch isolierende Schicht verbunden 
ist. 
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste 
Elektrode (9) und die zweite Elektrode (10) jeweils 
eine Metal! bl echstruktur mit im wesentl ichen Kammform 
und einer Vielzahl von Zahnen (9', 10') haben, wobei 
die kammfbrmigen Elektroden isoliert voneinander auf 
derselben Ebene liegen und die Zahne (9') der einen Elek- 
trode zwischen die Zahne (10') der anderen Elektrode 

greifen, und daB die Ansatze (11) der ersten und der 
zweiten Elektrode aus abgewinkel ten Zungen bestehen. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste Elektrode 
(9) und die zweite Elektrode (10) auf unterschiedl ichen 
Ebenen liegen. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halb- 
leiterplattchen (7) einstUckiger Bestandteil einer einzigen 
Halbleiterscheibe sind. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft Halbleiter-Vorrichtungen und msbeson- 
dere LeistungsvorHchtungen mlt drei AnschlUssen, wie d,skre- 
te Transistoren Oder Darl ington-Paare . b.«t.h..d.*ut gle,- 
cnen, aktiven Elementen, die parallel zueinander geschaltet 

sind. 

Es sind Leistungs-Tr.nsistoren und Lei stungs-Darl ington- 
Schaltungen bekannt. die in einem einzigen GebSuse drei Oder 
vier Halbleiterpl.ttcben haben. von denen ;edes eine voll- 
stsndige Funktionskomponente bildet, wobei die A»«ehlus« 
parallel zueinander mit drei Leitungen verbunden s,« , die 
a us den, Sehause herausfiihren und die AnschlUsse der Vor- 
richtung bilden. Eine derartige Vorrichtung 1,t m Draufsicht 
in der Figur I scheroatisch dargestellt. 

Drei gleiche HalbleiterplSttchen 1, bei spiel sweise drei Tran- 
sistoren. die die Kollektorelektrode am Boden des Plattchens 
u „d die Basis-und die Emitter-Elektroden an der Vord.r..,t. 
des Plattchens haben, sind auf einer " "I e h, 

angeschweiBt, die an einer Seite einen Ansatz 2- ha Sechs 
Drahte 3 sind nit einem Ende an die Kontaktf lachen 1 der 
Basis Oder des Emitters der Translstoren 1 und mit 
ren Ende an zwei metallische St-eifen 4 und 5 angeschweiBt , 
welche die Basis- und die Emittor-Anschlusse der Vorrich- 
tung bilden. Ein in der Zeichnung durch ein Rechteck 6 dar- 
gestelltes GehSuse schlieBt alle Elemente der Vorrichtung 
m « Ausn.hme eines Teils des Ansatzes f der "•J""'""" 
Platte 2 und eines Endteils jedes der streifen 4 und S .in 
und kann ein massiver Kunststof f bl ock , der durch ein be- 
kanntes PreB.erf ahren hergestellt ist. Oder em metallisches 
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Gehause sein, das mit einem Inertgas gefullt und herme- 
tisch abgeschlossen ist. Im letzteren Fall sind der Ansatz 2' 
und die Endteile der Streifen 4 und 5 elektrisch gegen das 
metallische Gehause isoliert. Die metallische Platte 2 ist 
in einigen bekannten Vorri chtungen Teil der Bodenwand der 
Vorrichtung und kann mechanisch mit einem ausgedehnten Me- 
tallkorper verbunden sein, der in der Figur nicht darge- 
stellt ist, um auf diese Weise die von der Vorrichtung 
wShrend des Betriebs erzeugte Warme nach auBen abzuflihren; 
in anderen bekannten Vorr ichtungen ist die metallische Plat- 
te 2 liber eine elektrisch isolierende Schicht, die jedoch 
ein guter Warmeleiter ist, bei spiel swei se Beri 11 i umoxi d , 
mechanisch mit einer massiven Metallplatte verbunden. Im 
ersten Fall wird die Verbindung zwischen dem Kollektor der 
Vorrichtung und der AuBenschal tung durch den Warmeablei ter 
festgelegt, so daB der Ansatz 2' der Platte 2 nicht erfor- 
derlich ist, wahrend im zweiten Fall dieser Ansatz unerlass- 
lich ist, um die elektrische Verbindung nach auBen herzu- 
stel 1 en . 

Diese bekannten Vorri chtungen sind in der Lage, bei Leistun- 
gen bis zu 500 Watt zu arbeiten. Um mit einer einzigen Vor- 
richtung auch bei hoheren Leistungen arbeiten zu kbnnen, 
was immer haufiger von der Industrie gefordert wird, miiBte 
die Zahl der Halblei terplattchen erhbht werden, welche die 
Elementarkomponenten der Vorrichtung bilden. Das wiirde je- 
doch zu einer nicht annehmbaren VergrSBerung der Lange der 
Vorrichtung fuhren, wenn man die in Figur 1 dargestellte 
Geometrie beibehalten wollte, oder es ergaben sich sehr 
ausladende und komplizierte Strukturen, wenn man verschie- 
dene Strukturen der dargestel 1 ten Bauart parallel miteinan- 
der kombinieren wollte. In jedem Fall ware die Montage mit 
automat i s chen Vorri chtungen verbal tni smaBig probl emat i sch 
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wegen der groBen Zahl der PrazisionsschweiBungen , die zur Ver- 
bindung der Plattchen mit den metallischen Emitter- und Ba- 
sis-Streifen erforderlich sind. Bei der Konstruktion einer 
derartigen Vorrichtung miiBte schlieBlich die Notwend i gke i t 
beachtet werden, die Lange der Verbindungsdrahte minimal 
und insbesondere konstant zu halten, urn die Akti vierungs- 
gleichf ormigkeit der einzelnen Konponenten nicht durch Einfugung 
verschiedener Widerstande in Reihe mit den Basen 
und den Emittern der El ementarkomponenten zu veran- 

dern . 

Der Erfindung liegt in der Hauptsache die Aufgabe zugrunde, 
eine Hal bl ei tervorri chtung mit drei Anschlussen, die aus 
einer Vielzahl einzelner, parallel miteinander verbundener, 
aktiver Elemente besteht, so auszubilden, daB sie annehm- 
bare Dimensionen hat, zur Montage mittels automat i scher Ge- 
rate geeignet ist und sowohl elektrisch als auch mechanisch 
zuverlassig ist. 

Diese und weitere Aufgaben werden bei einer gattungsgemaBen 
Vorrichtung durch das Kennzeichen des Patentanspruchs 1 
gelost. 

Vorteilhafte Weiterbil dungen ergeben sich aus den Unteran- 
spruchen und aus der nachfol genden Beschreibung eines Aus- 
fuhrungsbeispiels, das in der Zeichnung dargestellt ist. 

Es zeigen: 

Figur 1 die bereits erlauterte Vorrichtung nach dem Stand 
der Technik, 

Figur 2 eine Vorrichtung gemaB der Erfindung und 

Figuren 3 und 4 in Draufsicht und im Schnitt eine ver- 

grbBerte Darstellung einer Einzelheit der Vorrich- 
tung gemaB Figur 2. 
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Die in Figur 2 dargestellte Vorrichtung besteht aus einer 
Parallel schaltung von sechs Elementarkomponenten, beispiels- 
weise Transi storen , die in ebenso vielen Hal bl ei terpl att- 
chen 7 gebildet sind. Die Anzahl der Plattchen ist aus Ver- 
einfachungsgrlinden auf sechs begrenzt, aber in Wirklichkeit 
konnen es viel mehr sein. An dieser Stelle sei darauf hin- 
gewiesen, daB die Vorteile der Erfindung urn so spUrbarer 
sind, je grbBer die Zahl der Elementarkomponenten ist. Die 
Plattchen 7 haben eine HauptflSche, welche die Kollektor- 
elektrode des Elementartransi stors bildet und an einer me- 
tallischen Platte 8 befestigt ist. Die Befestigung kann 
beispielsweise durch ein ubliches SchweiB- Oder LStver- 
fahren mit einem Lbtmetall niedriger Schmel ztemperatur er- 
folgen. 

Zwei im wesentlichen gleiche und kammfbrmige, voneinander 
isolierte Elektroden 9 und 10 sind in ein und derselben Ebe- 
ne iiber der Platte 8 und den Hal bl ei terpla ttchen 7 so ange- 
ordnet, daB die Zahne 9 1 der einen zwischen die Zahne 10' der 
anderen greifen. Die Zahne 9' und tO 1 der kammfbrmigen 
Elektroden erstrecken sich jeweils liber eine Reihe von 
Plattchen 7 in der Weise, daB sie iiber den Kontaktf Iachen 
7' von Basis bzw. Einitter eines ieden Plattchens liegen, wdbe± sie mittels 

abstehender Zungen 11 in elektrischem Kontakt mit den 
Kontaktf lachen 7' sind. 

Bei der in den Figuren 2 bis 4 gezeigten Vorrichtung wird 
der elektrische Kontakt lediglich durch Druck erzeugt, wo- 
bei die Elektroden 9 und 10 und die zugehorigen Zungen 11 
in geeigneter Weise dimensioniert sind. Bei anderen Aus- 
f uhrungsf ormen der Erfindung kann der Kontakt auch durch Lo- 
ten oder SchweiBen hergestellt werden, wobei ein Ubliches 
Lot- bzw. SchweiBverf ahren mit Lotmetall niedrigen Schmelz- 
punktes zur Anwendung kommt. 



Die gesamte Struktur mi t Ausnahme wenigstens eines Teils der 
a'uBeren Oberflache der Platte 8 und der Enden 9*', 10' ' der 
Elektroden 9 und 10 1 ist in einem Kunststof fblock eingebet- 
tet, der in Figur 2 durch ein Rechteck 12 begrenzt ist und 
durch ein ubliches jpreBverf ahren hergestellt wurde. Bei an- 
deren Anwendugnsf alien der Erfindung kann das Gehause der 
Vorrichtung ein hermetisch abgeschl ossener , metal 1 i scher 
Behalter sein und/o'der die Platte 8 kann Uber eine elektrisch 
isolierende Schichtj mit einem metallischen Plattchen verbun- 
den sein, wie das bezUglich der Figur 1 bereits beschrieben 
wurde. I 

Die Elektroden 9 und 10 mit ihren Zungen 11 kbnnen durch 
Stanzen aus einem einzigen Kupferblech gefortnt werden. In 
vorteilhafter Weise'kann eine Vielzahl von El ektrodenpaaren , 
die fur verschiedenef Vorrichtungen vorgesehen sind, gleich- 
zeitig hergestellt Werden, wobei sie wahrend der gesamten 
Montage mi teinander verbunden bleiben und erst nach dem PreB- 
vorgang des Kunststof fgehauses voneinander getrennt werden. 

Bei der Erfindung 1st es mbglich, Strukturen wesentlich ge- 
ringerer Abraessungen als bei den bekannten Konstruktionen 
herzustellen, weil aufgrund der Anordnung der Basis- und 
Emitter-Elektroden Uber der Ebene der Plattchen diese Platt- 
chen sehr nahe hebenei nander angeordnet werden kbnnen. Diese 
Abstande kdnnen auch kleiner als diejenigen sein, die bei 
der Ausfiihrungsform der Figuren 2 bis 4 mbglich sind, wenn 
die Basis- und Emitter-Elektroden bei einer Variante der 
Erfindung auf unterschiedl ichen Ebenen angeordnet werden. 
Eine Vorrichtung gemaB der Erfindung kann dadurch. herge- 
stellt werden, daB eine zusammenhangende Hal bleiterscheibe 
verwendet wird, die eine Vielzahl von Plattchen aufweist, 
ohne daB diese geschnitten und voneinander getrennt werden 
mussen. In diesem Fall konnen schadhafte Plattchen leicht 
dadurch ausgeschlossen werden ,d a B die Zungen 11 angehoben werden, 
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welche vorgesehen sind, um die elektrische Verbindung mit 

den betroffenen Basis- und Dnitter-Kontaktflachen herzustellen. 

Es ist ferner wesentlich, daB die Vorrichtung gemaB der Er- 
findung mit automatischen Ei nrichtungen hergestellt werden 
kann, insbesondere aufgrund der Ausbildung und Anordnung 
der Kontaktelektroden , die es ermoglichen, zwischen den Elementarkcnpo- 
nenten der Vorrichtung gleichzeitig den Kontakt herzustellen. 

Aus den obigen AusfUhrungen ergibt sich, daB die Struktur 
gemaB der Erfindung insbesondere fur Halblei ter-Vorrich- 
tungen mit drei Anschliissen geeignet ist, deren Leistungen 

uber 500 Watt liegen. Sel bstverstandl ich kann die Vor- 
richtung mit Vorteil auch in alien den Fallen eingesetzt 
werden, in denen die Paral 1 el verbindung vieler Elementar- 
komponenten unabhangiq von der Leistung der endgtiltigen 
Vorrichtuna hergestellt werden soil. 
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